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１．概要（Summary） 

東京大学・KEK では卓上スケールのファイバーレーザ

ースイッチ型誘電体イオン加速システムの開発を行って

いる。癌に対する主要な治療法の一つである放射線療法

において、治療効率を向上させるため放射線生物学的デ

ータの蓄積を行う必要がある。しかし放射線生物学実験

は限られた大型施設でしか行えなく、施設の建設には巨

額の費用が掛かる。そのため本研究は放射線生物応用

のための卓上誘電体イオン加速システムの開発を目的と

し、従来の重粒子加速施設と比べ、小型で持ち運び可能

な装置とすることを目標とする。加速対象はカーボンイオ

ンとし、Blumlein 回路によって構成された数センチの加

速管から 500[kV]~1[MeV]の加速を目標とする。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置 

 全自動スパッタ装置 

 

【実験方法】 

NIMS にて厚み 625μm の GaAs ウェハーに、マイク

ロストリップラインを模擬した膜厚 1μmのラインを 0.5mm

間隔で配置した基板を作製した。KEK にてパルス充電

装置を用いて基板に電圧を印加し、その際に線路上に赤

外レーザーを照射し裏面のグランドと導通させ、光伝導ス

イッチの原理実証及び基板の耐電圧等の測定を行う。 

 

Fig1. GaAs Wafer for Characteristic Test 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

3.1×104W cm2⁄ のレーザーを用いて実験を行い、耐

電圧が 3.05[kV]の時、スイッチングの際に基盤に流れる

電流が 9.09[A]、オン抵抗が 225.5[Ω]、立ち上がり時間

が 150[ns]という結果を得ることが出来た。レーザー強度

は本来4.12 × 109W cm2⁄ 必要であったため、今後は強

度を上げていくことにより、さらなる高速スイッチン

グが可能になると考えられる。 

 

Fig2. Result of GaAs Wafer’s Characteristic Test 
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